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SEL Diode BAY52 Datasheet

%SEI_ Silizium-Planar-Diode BAY 52

Ausfiihrung
Silizium-Epitaxial-Planar-Diode, Kathode durch roten Farbpunkt gekennzeichnet,

Verwendung
Diede fir schnelle Schalter in der kommerziellen Technik.

Abmessungen
(Made in mm)

Gehduse DO-7

Grenzdaten
Verlustleistung Ty = 25°*C P 200 mW
Ty = 45°C 170 mW
Ty =100 °C 100 mWW
Sperrspannung Ty = 25°C Ug 15 L)
DurchlaBgleichstrom Ig 100 ma
DurchlaBspitzenstrom iFm 200 mA |
Maximale Lagertemperatur +Tg 130 C |
Minimale Lagertemperatur -Tg 55 “C
MaximaleSperrschichttemperatur +T) 165 c |
Minimale Sperrschichttemperatur _ =Tj 55 “C |
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BAY 52
Statische Kenndaten bei T, = 25 'C
Sperrstrom | Ur =10V | Ir | = 50 | na,
! DurchlaBstrom | Ug = 1_"!"___ _]_Ip___ | - 20 ma

Dynamische Kenndaten bei T, = 25 °C
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